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возможностей. Уменьшение размеров элементов одноэлектронных структур привело к созданию одноатомных устройств, например, одноэлектронных транзисторов, размер базовых
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при разработке устройств на их основе или устройств, использующих элементы на основе таких структур. Результаты, полученные в ходе исследования свойств
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